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Sposéb wytwarzania wiskerséw Al, O,

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarzania wiskerséw Al, 05,

Znane s sposoby otrzymywania wiskersow Al, O;, takie jak W.A.Timofiejewej, przez utlenianie aluminium
fluorkiem otowiu lub Webba i Forgenda, przez utlenianie aluminium wodorem. Ponadto znany jest sposéb
Pankowej i Bieriezkowej, polegajacy na redukcji korundu weglem w temperaturze 1850-2000°C w atmosferze
gazu obojetnego, na przyktad azotu, .

Te znane sposoby wytwarzania wiskerséw posiadaja jednak wiele wad. Wymagajq stosunkowo wysokiego
ci$nienia niezbednego do prowadzenia procesu, dajg uboczne zwiazki chemiczne, takie jak na przyktad kwas
solny, ktére przeszkadzaja w prowadzeniu procesu i daja zanieczyszczenia, ograniczajace zastosowania wiskerséw.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, ze korund ogrzany do temperatury od 1700°C do 2000°C,,
poddaje sie redukcji za pomoca wstepnie ogrzanego, do temperatury co najmniej 1700°C, wodoru o wartosci
punktu rosy -73°C, w ilosci 200-600 I/h. Nastepnie, produkt redukcji ponownie utlenia si¢ para wodna, zawartg
w mieszaninie z wodorem, w takiej temperaturze, Zze nastgpuje jednoczesna krystalizacja wiskerséw.

W odréznieniu od znanych sposobdw wytwarzania wiskerséw, proces wedtug wynalazku prowadzony jest
pod ci$nieniem atmosferycznym, co pozwala na stosowanie nieskomplikowanej aparatury i zapewnia bezpieczen-
stwo pracy obstugi. Ponadto proces ten nie daje ubocznych reakcji, jest fatwy, przebiega bez zaktéceri oraz
pozwala na wykorzystywanie, dotychczas bezwartosciowych, materiatéw odpadowych produkcji monokryszta-
t6w korundu, co znakomicie wptywa na polepszenie ekonomiki procesu,

Wiskersy otrzymane sposobem wedtug wynalazku posiadaja wysoki stopiert czystosci i doskonatosci
struktury krystalicznej, '

Kierunek wzrostu wiskerséw jest [1120], co odpowiada wytrzymatosci na rozciaganie 2200 kG/mm?,
a temperatura ich topnienia jest rzedu 2050°C. Te wtasciwosci predysponuja zastosowanie wiskerséw, na
przyktad przy produkcji dysz silnikéw rakietowych, cienkosciennych izolatoréw o wysokiej statej dielektrycznej,

~wysokowytrzymatosciowych czesci maszyn, zaroodpornych materiatéw na ostony do rakiet, stanowisk plazmo-

wych i do izolacji,
Wynalazek zostanie szczegétowo objasniony w podanym ponizej przyktadzie.
Przyktad. 140 g korundu umieszcza si¢ w ekranowanej komorze grzejnej i redukuje, w temperaturze
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okoto 1950°C, wodorem o punkcie rosy -70°C, doprowadzanym w ilosci 460 I/h. Otrzymany w wyniku redukgcji
tlenek glinu o nizszej wartosciowosci, przechodzi do strefy utleniania parq wodng zawarta w mieszaninie
z wodorem, w temperaturze okoto 1500°C, w ktdrej to strefie nastepuje jednoczeénie krystalizacja wiskerséw.

Proces przeprowadza sie w sposob ciggty, przy czym ilo$¢ otrzymanych wiskerséw, po okresie jednej doby,
. wynosi 50 g.

ZastrzeZlenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania wiskerséw Al; O3, znamienny tym, 2e korund, ogrzany do temperatury od
1700°C do 2000°C, poddaje sig redukcji za pomoca wstepnie ogrzanego, do temperatury co najmniej 1700°C,
wodoru o wartosci punktu rosy maksymalnie -73°C, w ilo$ci 200-600 I/h, po czym produkt redukcji ponownie
utlenia si¢ paraq wodng, zawartq w mieszaninie z wodorem, w takiej temperaturze, ze nastepuje jednocze$nie
krystalizacja wiskersow. . '

2. Spos6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze wodér wprowadza sig w ilosci 350-450 I/h.
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